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本論文は化合物半導体 GaAs と InP について主としてイオンビーム照射によって誘起される深い準位
をともなう格子欠陥の挙動をDLTS法と OTCS法を用いて調べている。




















本論文は深い準位を高感度で検出できる分光的評価法である DL T S (Decp Level Transient Spectroｭ
scopy) 法およびoT C S (Optical Transien t Curren t Spectroscopy) 法を用いて， GaAs と InP にお
けるイオンビーム照射欠陥を主とする誘起欠陥を研究した結果をまとめたものであるO
GaAs では， 60keV および 2MeV プロトンおよび、60keV Ar イオン照射によって誘起される欠陥準位
を検出し，その各々について、活J性化エネルギー捕獲断面積を決定するとともに注入量依存性および
アニール特a性を明らかにしているO さらに lMeV 電子線照射欠陥の評価を行い 点欠陥とイオン照射
欠陥の相関を解明しているO イオン照射欠陥は，点欠陥の消滅の後も残留する熱的に安定なものが支配
的であり，イオン種，エネルギーによらず 3 種の異なる欠陥準位が存在することを明らかにしているO












これらの研究成果は， GaAs , InP などの化合物半導体におけるプロセス誘起欠陥の影響を統一的に理
解するための基礎となる重要な知見であり，半導体工学の進歩に貢献するところ大であるO よって工学
博士の学位論文として価値あるものと認めるO
